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図 1 　低融点金属バンプを用いた FSAの概念図
　この Gaバンプを用いた FSAのアプリケーションとして共鳴トンネルダイオード（RTD）デバイスブ
ロックのアセンブルを行い評価した。I-V特性の評価から直列抵抗が非常に小さいこと、ブロック
化とアセンブルによるひずみの影響がほとんど無いことが確認された。しかしながら、Gaは低融点
金属であるため熱的信頼性の問題が生じる可能性がある。この問題を検証するためにアセンブル
後のバンプを分析した。Gaバンプの融点が 451℃以上に上昇していることが推定され、信頼性は
十分であることが確認できた。さらに長期的な信頼性を評価するためにアセンブル後のホスト基板
を 200℃で長時間加熱したが、105秒以上の加熱でも特性に大きな変化は見られず、十分な安定
性を示した。
　最後に FSAのアプリケーションとして、極短パルス生成器の高出力化について検討した。極短
パルスは情報通信やセンシング、レーダーなどの分野で注目されている。FSAを回路作製に適用
する際に必要となるプロセスを検討し、パワー比で従来の 2倍以上の出力が得られることを示した。
最後に周波数変調 ΔΣ型AD変換器について議論した。この方式は FM信号およびサンプリング
の周波数が高ければ高いほど、SN比、ダイナミックレンジの向上が見込める。特にMEMSデバイ
スを組み込んだミリ波～テラヘルツ波帯域の発振器を用いることにより、現在様々な応用が期待さ
れている超音波センサへの応用も有望である。したがって、MEMSデバイス、発振器、高速サン
プリング回路の集積化の実現には FSAが非常に有望であると言える。



